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DEVICES LEVELS 

 2N5002 2N5004   JAN 
     JANTX 
     JANTXV 
     JANS 
      

 
 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TC = +25°C unless otherwise noted) 
 

Parameters / Test Conditions Symbol Value Unit 

Collector-Emitter Voltage VCEO 80 V 

Collector-Base Voltage VCBO 100 V 

Emitter-Base Voltage VEBO 5.5 V 

Collector Current IC 
         IC 

(3) 
5.0 
10 A 

Total Power Dissipation 
   

@ TA = +25°C (1) 
@ TC = +25°C (2) PT 2.0 

58 W 

Operating & Storage Junction Temperature Range TJ, Tstg -65 to +200 °C 

Thermal Resistance, Junction-to Case RθJC 3.0 °C/W 

Thermal Resistance, Junction-to Ambient RθJA 88 °C/W 
Note: 

1) Derate linearly 11.4 mW/°C for TA > +25°C 
2) Derate linearly 331 mW/°C for TC > +25°C 
3) This value applies for PW ≤ 8.3 ms, duty cycle ≤ 1% 

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = +25°C, unless otherwise noted) 
 

Parameters / Test Conditions Symbol Min. Max. Unit 

OFF CHARACTERISTICS     

Collector-Emitter Breakdown Voltage 
IC = 100mAdc V(BR)CEO 80  Vdc 

Collector-Emitter Cutoff Current 
VCE = 40Vdc, IB = 0 ICEO  50 µAdc 

Collector-Emitter Cutoff Current 
VCE = 60Vdc, VBE = 0Vdc 
VCE = 100Vdc, VBE = 0Vdc 

ICES  
 

1.0 
1.0 

 
µAdc 
mAdc 

Emitter-Base Cutoff Current  
VBE = 4.0Vdc, IC = 0 
VBE = 5.5Vdc, IC = 0 

IEBO  
 

1.0 
1.0 

mAdc 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO-59 
 
 

 



 

                                                   TECHNICAL DATA SHEET 
 
 

6 Lake Street, Lawrence, MA 01841 
1-800-446-1158 / (978) 620-2600 / Fax: (978) 689-0803 
Website: http: //www.microsemi.com 
 

NPN POWER SILICON TRANSISTOR 
Qualified per MIL-PRF-19500/534 

 

T4-LDS-0038 Rev. 2 (081508)         Page 2 of 2 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 

Parameters / Test Conditions Symbol Min. Max. Unit 
 

Forward-Current Transfer Ratio 
 

  
IC = 50mAdc, VCE = 5.0Vdc 
IC = 2.5Adc, VCE = 5.0Vdc 
IC = 5.0Adc, VCE = 5.0Vdc 

2N5002 20 
30 
20 

--- 
90 
--- 

 
 
 

  

IC = 50mAdc, VCE = 5.0Vdc 
IC = 2.5Adc, VCE = 5.0Vdc 
IC = 5.0Adc, VCE = 5.0Vdc 
 

2N5004 

hFE 

50 
70 
40 

--- 
200 
--- 

 

 

Base-Emitter Voltage Non-Saturated  
 

 

VCE = 5.0Vdc, IC = 2.5Adc 
 

 
VBE  1.45 Vdc 

 

Collector-Emitter Saturation Voltage 
 

  

IC = 2.5Adc, IB = 250mAdc 
IC = 5.0Adc, IB = 500mAdc 

 VCE(sat)  0.75 
1.5 

Vdc 

 

Base-Emitter Saturation Voltage 
 

  
IC = 2.5Adc, IB = 250mAdc 
IC = 5.0Adc, IB = 500mAdc 

 VBE(sat)  1.45 
2.2 

Vdc 

 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
 

Parameters / Test Conditions Symbol Min. Max. Unit 
 

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short-Circuit.  Forward Current 
Transfer Ratio 
 

  

IC = 500mA, VCE = 5.0Vdc, f = 10MHz 2N5002 
2N5004 

 
|hfe| 6.0 

7.0 
 

 

 

Output Capacitance 
 

 

VCB = 10Vdc 
 

 
Cobo  250 pF 

SWITCHING CHARACTERISTICS 

Parameters / Test Conditions Symbol Min. Max. Unit 
Turn-On Time IC = 5Adc; IB1 = 500mAdc ton  0.5 μs 

Storage Time IB2 = -500mAdc ts  1.4 μs 

Fall Time VBE(OFF) = 3.7Vdc tf  0.5 μs 

Turn-Off Time RL = 6Ω toff  1.5 μs 
 

SAFE OPERATING AREA 
 

DC Tests 

TC = +25°C, VCE = 0, tp = 1s, 1 Cycle 

Test 1 

VCE = 12Vdc, IC = 5.0Adc 

Test 2 

VCE = 32Vdc, IC = 1.7Adc 

Test 3 

VCE = 80Vdc, IC = 100mAdc 

 



ООО  «НИОКРсистемс»  -  это  оперативные  поставки  широкого
спектра электронных компонентов отечественного и импортного
производства  напрямую  от  производителей  и  с  крупнейших
мировых  складов.  Реализуемая  нашей  компанией  продукция
насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря  этому  наша  компания  предлагает  к  поставке
практически  не  ограниченный  ассортимент  компонентов  как
оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и
приобретении  экзотичных  или  снятых  с  производства
компонентов.

Наша компания это:

 Гарантия качества поставляемой продукции

 Широкий ассортимент

 Минимальные сроки поставок

 Техническая поддержка

 Подбор комплектации

 Индивидуальный подход

 Гибкое ценообразование

 Работаем по 275 ФЗ

ООО «НИОКР СИТЕМС»
Москва, 125362, Россия, ул. 
Вишневая, д. 9, к. 1, Блок 104 а и 
104 в

Телефон: 8 (495) 268-14-82
Email: n@nsistems.ru

ИНН: 7735154786
ОГРН: 1167746717709


